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(54) 발명의 명칭 표시장치

(57) 요 약

ＥＬ 소자 등을 사용해서 화소를 구성한 표시장치에 있어서, 소자의 온도변화, 열화 등의 특성변화를 보

정하기 위해 설치된 모니터 소자로부터의 빛 누설을 효과적으로 억제한다. 표시장치는, 절연층이 기판 위에 형성

되고, 절연층 위에 제1 전극과 제2 전극에 끼워진 발광층을 갖는 복수의 발광소자가 형성된 구성을 가지고 있다.

더구나, 복수의 발광소자 중의 적어도 일부는, 절연층에 개구부가 형성되고, 절연층의 개구 영역에 발광층이 형

성된 구성을 갖는다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

절연층;

상기 절연층 위에 형성된 제 1 전극;

상기 제 1 전극 위에 형성된 발광재료를 포함한 제 1 층;

상기 제 1 층 위에 형성된 제 2 전극;

상기 절연층의 일부에 형성된 개구부;

상기 개구부에 형성되고 상기 절연층 위에 형성된 제 3 전극;

상기 제 3 전극 위에 형성된 발광재료를 포함한 제 2 층; 및

상기 제 2 층 위에 형성된 제 4 전극을 포함하고,

상기 제 1 전극이 화소부에 형성되고,

상기 제 3 전극이 상기 화소부의 외측에 형성된, 표시장치.

청구항 2 

제 1 절연층;

상기 제 1 절연층 위에 형성된 제 1 전극;

상기 제 1 전극 위에 형성된 발광재료를 포함한 제 1 층;

상기 제 1 층 위에 형성된 제 2 전극;

상기 제 1 절연층의 일부에 형성된 개구부;

상기 개구부에 형성되고 상기 제 1 절연층 위에 형성된 제 3 전극;

상기 제 3 전극의 가장자리 부분을 덮는 제 2 절연층;

상기 제 3 전극 위에 형성된 발광재료를 포함한 제 2 층; 및

상기 발광재료를 포함하는 상기 제 2 층 위에 형성된 제 4 전극을 포함하고,

상기 제 1 전극이 화소부에 형성되고,

상기 제 3 전극이 상기 화소부의 외측에 형성된, 표시장치.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 제 1 절연층은 적어도 1개의 층을 포함하는, 표시장치.

청구항 4 

제 2 항에 있어서,

상기 제 4 전극은,

상기 제 2 층 위에 형성된 투광층; 및
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차광성을 갖는 제 3 층을 포함하는, 표시장치.

청구항 5 

절연층;

상기 절연층 위에 형성된 제 1 전극;

상기 제 1 전극 위에 형성된 발광재료를 포함한 제 1 층;

상기 제 1 층 위에 형성된 제 2 전극;

상기 절연층의 일부에 형성된 개구부;

상기 개구부에 형성되고 적어도 상기 개구부의 내면을 덮는 제 3 전극;

상기 제 3 전극 위에 형성된 발광재료를 포함한 제 2 층; 및

상기 제 2 층 위에 형성된 제 4 전극을 포함하고,

상기 제 1 전극이 화소부에 형성되고,

상기 제 3 전극이 상기 화소부의 외측에 형성된, 표시장치.

청구항 6 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 3 전극이 모니터 소자부에 설치된, 표시장치.

청구항 7 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 3 전극이 차광성을 갖는, 표시장치.

청구항 8 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 4 전극이 차광성을 갖는, 표시장치.

청구항 9 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 4 전극 위에 차광층을 더 포함하는, 표시장치.

청구항 10 

제 1 항 또는 제 5 항에 있어서,

상기 절연층은 적어도 1개의 층을 포함하는, 표시장치.

등록특허 10-1299607

- 3 -



청구항 11 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 1 전극은 반사성을 갖는, 표시장치.

청구항 12 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 3 전극은 반사성을 갖는, 표시장치.

청구항 13 

제 1 항, 제 2 항 또는 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제 4 전극은 반사성을 갖는, 표시장치.

청구항 14 

제 1 항 또는 제 5 항에 있어서,

상기 제 4 전극은,

상기 제 2 층 위에 형성된 투광층; 및

차광성을 갖는 층을 포함하는, 표시장치.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은, 표시장치 및 그것의 제조방법에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

최근, 화소부에 일렉트로루미네센스 소자(이하, ＥＬ 소자)를 사용한 EL 디스플레이의 실용화를 향해[0002]

개발이 진행되고 있다. 특히, 유기 ＥＬ 소자를 사용한 EL 디스플레이는 종래 플랫 패널 디스플레이에서 주로

이용되고 있는 액정소자와 동등한 구동전압에서의 운용이 가능하고, 무기 ＥＬ 소자와 비교해서 구동전압이 낮

다. 구체적으로는, 액정 디스플레이와 비교하여, 유기 EL 소자를 사용하는 EL 디스플레이 장치는 자발광형이므

로 백라이트를 필요로 하지 않고, 그것의 색 재현성이 높다. 따라서, 차세대 플랫패널 디스플레이의 키 테크놀

로지로서의 기대는 크다.

한편, 유기 ＥＬ 소자는, 무기 ＥＬ 소자와 비교해서, 특성변동, 구체적으로는 환경 온도변화와 관련된[0003]

가역적인 특성변화나, 수분 등에 의한 소자열화 등의 비가역적인 특성변화를 갖는다는 문제점을 지니고 있다.

광범위한 사용 환경에서 충분한 상품의 라이프 사이클을 갖고 일정한 휘도특성을 확보하기 위해서는, 이러한 특

성변화에 대하여 어떠한 종류의 보정수단을 필요로 한다.

상기한 특성변화에 대한 보정수단의 일례로서는, 유기 ＥＬ 소자에 공급되는 전류값을 일정하게 유지하[0004]

는 수법을 들 수 있다. 유기 ＥＬ 소자에 있어서는, 소자에 인가되는 전압과 소자를 흐르는 전류의 관계는 비선

형이지만, 소자를 흐르는 전류와 소자가 발광하는 휘도의 관계는 거의 선형이다. 따라서, 상기한 방법은 휘도를

일정하게 하기 위한 제어로서 비교적 용이한 점이 이점이다.

그러한 보정수단의 일례로서는, 화소부로서 형성된 유기 ＥＬ 소자의 근방에, 전류값을 모니터하기 위[0005]

한 유기 ＥＬ 소자(이하, 모니터 소자)를 형성하고, 모니터 소자에 흐르는 전류값이 일정하게 되도록, 유기 Ｅ

Ｌ 소자의 전류공급선의 전원전위를 제어하는 방법이 제안되어 있다(특허문헌 1: 일본국 특개 2003-330419호 공
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보 참조).

상기한 바와 같이, 휘도의 보정수단으로서 모니터 소자를 포함하는 모니터 소자부를 사용할 경우의 표시장치의[0006]

구성의 일례를 도2a∼도2c에 나타낸다. 도2a∼도2c에 나타낸 표시장치는, 기판 위에 박막 트랜지스터(이하, Ｔ

ＦＴ)들을 사용하여 이루어지는 주변회로(200)와, 화소부(220), 모니터 소자부(210)를 일체로 형성한 것이다.

도2a∼도2c에 있어서, 점선 틀 20으로 표시되는 영역에는, ＴＦＴ 201 및 202 등으로 이루어진 주변회[0007]

로가 설치되어 있고, 점선 틀 21로 표시되는 영역에는, ＴＦＴ 211, 모니터 소자 212 등으로 이루어진 모니터

소자부가 설치되어 있고, 점선 틀 22로 표시되는 영역에는, ＴＦＴ 221, 발광소자 222 등으로 이루어진 화소부

가 설치되어 있다. 이것들은, 예를 들면 유리, 플라스틱 등의 투명재료로 이루어진 기판(250) 위에 형성된다.

이때, 기판(250) 위에는, 하지막(251) 등이 형성되어 있어도 된다.

또한, 기판(250)  위에 형성된 주변회로(200)는, 단자(290)에 접착된 플렉시블 프린트 기판(ＦＰＣ)을[0008]

통해 외부에서 입력된 제어신호들에 의해 구동된다.

모니터 소자 212 및 발광소자 222는, ＥＬ 소자의 양극에 해당하는 화소전극 213, 223, 발광층 214,[0009]

224, ＥＬ 소자의 음극에 해당하는 대향전극 215, 225를 갖는다. 또한, 발광층으로부터 얻어진 방사광을 화소전

극 213, 223측으로 추출할 경우에는, 화소전극 213, 223은 투광성을 갖는 재료로 형성되고, 대향전극 215, 225

은 차광성을 갖는 재료로 형성된다. 한편, 방사광을 대향전극 215, 225측으로 추출할 경우에는, 화소전극 213,

223은 차광성을 갖는 재료로 형성되고, 대향전극 215, 225는 투광성을 갖는 재료로 형성된다. 여기에서는, 전자

의 경우를 기판의 하면 방향으로 빛을 추출하기 때문에 하면 방사로 표기하고, 후자의 경우를, 기판의 상면 방

향으로 빛을 추출하기 때문에 상면 방사로 표기한다.

또한, 상기한 구성에 덧붙여, 각각 차광성을 갖는 재료로 형성되는 전극에 반사성을 갖게 함으로써, 발[0010]

광층으로부터의 빛 추출 효율을 향상시킬 수 있어, 한층 더 바람직하다고 할 수 있다.

모니터 소자를 설치해서 휘도의 보정을 행할 경우, 모니터 소자에는 항상, 또는 원하는 발광 듀티비를[0011]

갖고 전류가 공급된다. 따라서, 화소부의 표시에 관계없이 모니터 소자가 발광하는 경우가 있다. 즉, 모니터 소

자의 발광은 표시에 관계 없는 발광이기 때문에, 어떠한 차광 수단을 필요로 한다.

차광 수단의 일례로서는, 도 2b에 나타내는 바와 같이 주변회로를 형성할 때, ＴＦＴ의 게이트 전극의[0012]

형성에 사용되는 막이나, 소스 배선 및 드레인 배선 등의 형성에 사용되는 막을 이용하여, 모니터 소자를 형성

하는 영역에 차광층(216)을 설치하는 구성 등을 들 수 있다. 하면 방사의 경우, 기판의 하면 방향으로 방사된

빛은 차광층 216에 의해 가로막혀, 외부에는 나타나지 않는다. 이때, 대향전극 215는 차광성을 갖는 재료로 형

성되고 있어, 기판의 상면측에도 빛이 새는 일은 없다.

또한, 상면 방사의 경우, 도 2c에 나타내는 바와 같이, 대향전극 235를 투광성을 갖는 재료로 형성되는[0013]

막 231과, 차광성을 갖는 재료로 형성되는 막 232의 적층 구조로 함으로써, 모니터 소자가 설치된 영역에 선택

적으로 차광층을 형성할 수 있다.

그러나, 도2a∼도2c에 나타낸 구성에 의하면, 기판 250에 대하여 상면, 하면측에 대하여는 차광층에 의[0014]

해 양호한 차광이 행해지지만, 화살표 291로 나타낸 바와 같은 경로에서 빛이 샌다. 즉, ＴＦＴ를 형성하는 Ｓ

ｉ막, 게이트 전극, 배선 등의 각 층 사이에 형성되는 절연층을 통해, 모니터 소자 주변에 형성된 배선이나 차

광층 등으로 반사하여, 모니터 소자 부분의 발광이 수평 방향으로 빠져 나가는 경우가 있다. 이 빛 누설이 표시

에 영향을 주지 않도록 하기 위해서는, 모니터 소자 주변에 형성된 배선이나 차광층 등에 의해 반사하면서 수평

방향으로 빠져나오는 단계에서 모니터 소자에서 발생된 빛이 충분하게 쇠퇴하도록, 모니터 소자와 화소부의 배

치에는, 수평 방향으로 충분한 거리를 설치하는 것이 필요하다. 더구나, 충분히 광범위하게 차광층을 설치할 필

요가 있다.

한편으로, 화소부와 모니터 소자부는, 양쪽의 발광층으로서 사용되는 ＥＬ 소자의 특성변동의 거동이[0015]

최대한 같아지도록, 근접해서 배치될 필요가 있다. 화소부와 모니터 소자부 사이에 거리가 있는 경우, 발광층의

형성 공정의 격차 등의 영향이 커져, 정확한 휘도의 보정이 곤란해져 버린다. 더구나, 표시장치의 사이즈의 문

제나, 소자의 레이아웃의 문제로 인해, 화소부와 모니터 소자와의 사이에는 충분한 거리가 확보할 수 없는 경우

도 생각된다.

따라서, 모니터 소자에서 방출된 빛의 차광이 충분하지 않아, 화소부에서 빛 누설을 생겨 버려, 표시[0016]

품질의 저하를 초래하여 버린다.
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본 발명은, 이상의 과제를 감안하여, 화소부와 모니터 소자부를 근접해서 배치하여, 정확한 휘도 보정[0017]

과, 화소부, 모니터 소자부와 주변회로의 충분한 고집적화를 실현하고, 또한 기판의 수평 방향에 대하여도 양호

한 차광 특성을 확보할 수 있는 표시장치와, 그 제조방법을 제공하는 것이다.

본 발명에 따르면, 화소부와 모니터 소자 사이에 거리를 설치하지 않고, 또한 기판에 대하여 수평 방향으로 차[0018]

광층을 연장하지 않고도, 모니터 소자 주변의 차광을 양호하게 하는 것을 가능하게 한다. 또한, 결과적으로 화

소부에 더욱 가까운 영역에 모니터 소자부를 배치할 수 있기 때문에, 화소부 및 모니터 소자에 있어서의 ＥＬ

소자의 특성을 더욱 가깝게 하여, 전술한 휘도보정등을 더욱 양호하게 행할 수 있다. 이상과 같은 2가지 점에

의해, 모니터 소자의 빛 누설의 영향을 받지 않는 양호한 표시와, 보다 정확한 휘도보정에 의한 양호한 표시를

얻는 것이 가능해진다.

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1c는 본 발명의 일 실시예를 도시한 도면.[0019]

도 2a 내지 도 2c는 종래의 표시장치의 전체 및 단면을 도시한 도면.

도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 일 실시예를 도시한 도면.

도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예(제조 공정)를 도시한 도면.

도 5는 본 발명의 실시예(모니터 소자를 사용한 보정수단)을 도시한 도면.

도 6은 본 발명의 표시장치가 적용가능한 전자기기의 구성예를 도시한 도면.

도 7은 본 발명의 표시장치가 적용가능한 전자기기의 구성예를 도시한 도면.

도 8a 및 도 8b는 본 발명의 표시장치가 적용가능한 전자기기의 구성예를 도시한 도면.

도 9a 및 도 9b는 본 발명의 표시장치가 적용가능한 전자기기의 구성예를 도시한 도면.

도 10은 본 발명의 표시장치가 적용가능한 전자기기의 구성예를 도시한 도면.

도 11a 내지 도 11e는 본 발명의 표시장치가 적용가능한 전자기기의 구성예를 도시한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

기판에 대하여 수평 방향으로 빛 누설이 발생하는 이유는, 모니터 소자 주변의 구성에 있어서, 차광층[0020]

으로서 사용하고 있는 막과, 화소전극과의 사이에, 투광성을 갖는 1층 이상의 절연층이 형성되고 있고, 모니터

소자의 발광층으로부터 방사된 빛이 이 절연층을 통과하여, 기판에 대하여 수평 방향으로 새어나오기 때문이다.

따라서, 본 발명에 있어서는, 모니터 소자의 발광층과 중첩하는 영역에 형성된 절연층을 패터닝에 의해 제거해

서 오목부를 형성하고, 이 영역에 발광층, 화소전극 및 대향전극을 포함하는 발광소자를 형성하고, 발광층을 차

광층과 대향전극으로 봉지하는 구성으로 한다. 모니터 소자부의 모니터 소자에 이와 같은 구성을 적용함으로써,

기판에 대하여 상하 방향 뿐만아니라, 수평 방향에 대하여도 발광층으로부터 방사된 빛이 새어나가는 경로를 없

앨 수 있다. 따라서, 모니터 소자와 화소부 사이에 거리가 없는 경우라도, 양호한 차광 특성을 얻을 수 있다.

[실시예][0021]

이하, 본 발명의 실시형태 및 실시예에 대해 첨부도면을 참조해서 설명한다. 이때, 본 발명은 많은 다[0022]

른 태양으로 실시하는 것이 가능하며, 본 발명의 취지 및 그 범위에서 일탈하지 않고 그것의 형태 및 상세를 다

양하게 변경할 수 있다는 것은, 당업자라면 용이하게 이해된다. 따라서, 본 발명은, 본 실시형태에 있어서의 기

재 내용에 한정해서 해석되는 것은 아니다. 이때, 이하에 나타낸 도면에 있어서, 동일한 부분 또는 같은 기능을

갖는 부분으로, 설명상 지장이 없다고 판단되는 부분에 관해서는 동일한 부호를 부착하고, 그것의 반복 설명은

생략한다.

(실시형태 1)[0023]
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도1a는, 본 발명을 실시하기 위한 일 실시형태에 대해서 나타낸 도면이다. 점선 틀 10으로 표시되는 영[0024]

역에는, ＴＦＴ101, 발광소자 등으로 이루어진 모니터 소자(102)를 포함하는 모니터 소자부가 설치되어 있다.

점선 틀 11로 표시되는 영역에는, ＴＦＴ 111, 발광소자 112 등으로 이루어진 화소부가 설치된다. 이것들은, 예

를 들면 유리, 플라스틱 등의 투명재료로 이루어진 기판(150) 위에 형성된다. 이때, 기판(150) 위에는, 하지막

(151), 게이트 절연막(152) 등이 형성되어도 된다. 또한, 관련기술에서 나타낸 도 2a에 있어서 표기되어 있었던

주변회로(200)는 도 1a 내지 도 1c에서는 특별히 표기하지 않지만, 모니터 소자부 또는 화소부의 주변에 설치되

어 있어도 된다.

도1a에  있어서의  모니터  소자부를  더욱  더  확대한  것을  도  1b에  나타낸다.  ＴＦＴ  101의  형성과[0025]

동시에, 게이트 전극을 형성하는 막을 사용해서 차광층(121)이 형성된다. 그 후에 절연층으로서 층간막(125)을

형성하고, 콘택홀을 개구하여 배선(127, 128)이 형성된다. 이때, 콘택홀 형성과 동시에, 모니터 소자(102)가 형

성되어야 할 영역, 즉 차광층(121)이 형성된 영역에 중첩해서 형성된 층간막(125)의 제거를 행한다. 이어서, 화

소전극(122)이 형성되고, 발광층을 분리하기 위한 격벽(126)이 형성된다. 격벽(126)이 개구된 영역에는 발광층

(123)이 형성되고, 마지막으로 대향전극(124)이 형성된다.

모니터 소자(102)가 형성되는 영역은, 층간막(125)의 제거에 의해 오목부가 형성된다. 그 후에 화소전[0026]

극(122),  발광층(123)  및 대향전극(124)으로 이루어진 발광소자가 형성된다. 이와 같은 구조에 의해, 발광층

(123)과 차광층(121)의 거리가 극히 근접한 구성이 된다. 모니터 소자(102)에 이와 같은 구조를 적용함으로써,

발광층 123으로부터 방사되는 빛이 반사 또는 산란에 의해 모니터 소자 주위로 누출하는 경로를 없앨 수 있다.

도1a 및 도 1b에서는 하면 방사의 경우에 대해서 도시하고 설명을 행했지만, 상면 방사의 경우에도 같[0027]

은 구성으로 함으로써, 모니터 소자부의 모니터 소자로부터의 빛 누설을 방지하는 것이 가능하다. 도 1c에 상면

방사의 경우의 구성을 나타낸다. 대향전극(124)을 투광성이 있는 재료로 형성되는 막(124a)와, 차광성을 갖는

재료로 형성되는 차광층(124b)의 적층구조로 함으로써, 모니터 소자가 설치된 영역에 선택적으로 차광층을 형성

할 수 있다. 이때, 기판(150)측에 방사되는 빛의 차광에 사용하고 있었던 차광층(121)에 대해서는 상면 방사의

경우에는 특별히 설치하지 않아도 된다.

화소부에 관해서는 도 1c에서는 특별히 도시하지 않지만, 발광소자의 대향전극은 투광성이 있는 재료로[0028]

형성되는 막(124a)만으로 형성하여, 상면 방향으로 발광층으로부터 방사되는 빛을 추출할 수 있다.

모니터 소자부에 있어서의 모니터 소자에 도 1b에 나타낸 것과 같은 구성을 적용함으로써, 발광층(12[0029]

3)과 차광층(121) 사이의 거리를 극히 작게 형성할 수 있기 때문에, 방사광의 반사 및 산란에 의한 모니터 소자

주위로의 빛 누설을 억제하는 것이 가능해진다.

또한, 상면 방사의 경우에 적합한 도 1c에 나타낸 바와 같은 구성을 적용함으로써, 발광층(123)으로부[0030]

터 기판(150)에 대하여 수평한 방향으로는, 반사성 또는 차광성을 갖는 재료로 이루어진 화소전극(122)과, 차광

층(124b)을 포함하는 대향전극(124a)에 의해 빛 누설을 차단할 수 있으므로, 더욱 효과적으로 빛 누설의 억제가

실현된다.

(실시형태 2)[0031]

도3a 내지 도 3d는 도 1b에 나타낸 구성의 다른 일 실시형태를 나타낸 것이다. 상면 방사 방식의 경우,[0032]

반사성과 차광성을 갖는 재료로 이루어진 화소전극과, 차광층을 포함하는 대향전극이 발광층을 수평 방향으로도

둘러싼다(도 1c). 그러나, 하면 방사 방식의 경우, 도 1b에 나타낸 구성에서는, 수평 방향으로는 투광성을 갖는

재료로 이루어진 화소전극만이 발광층을 둘러싸므로, 빛 누설의 억제에 대하여 다소 불충분할 가능성이 있다.

그것의 대책으로서는, 수평 방향으로 차광성을 갖는 재료를 사용해서 구조체를 형성하는 방법을 들 수[0033]

있다. 이하에서, 도3a 내지 도 3d를 사용해서 이 방법을 상세하게 설명한다.

도3a 내지 도 3c는 상면에서 모니터 소자부를 보았을 경우의 구성을 나타내고 있고, 도3c의 A-A'로 나[0034]

타낸 선에 있어서의 단면 구성을 도 3d에 나타내고 있다.

도 3a에 나타낸 바와 같이, ＴＦＴ(301)를 형성한 후, 층간막(312)을 형성하고, 원하는 영역을 개구한[0035]

다.  여기에서는,  ＴＦＴ(301)의  소스  및  드레인 영역과 접속되는 장소 및,  나중에 모니터 소자가 형성되는

영역, 즉 차광층(311)에 중첩하는 영역을 개구한다(도 3a 내지 도 3c에서는, 차광층(311) 상의 개구부 단부를

점선 틀 302로 나타낸다). 그 후에 배선 재료를 사용하여 ＴＦＴ의 소스 전극 및 드레인 전극을 형성하고, 동시
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에, 층간막(312)의 개구부(점선 틀 302로 나타낸 부분)을 덮도록 배선 패턴(313)을 형성한다.

계속해서, 도3b에 나타낸 바와 같이, 차광층(311)에 중첩하고 배선 패턴(313)의 내주를 덮도록, 화소전[0036]

극(314)을 형성한다.

그 후에 화소전극(314)의 단부를 덮도록 격벽(315)을 형성하고, 격벽(315)으로 둘러싸이며, 또한 화소[0037]

전극(314) 표면이 노출하고 있는 영역에, 발광층(316)을 형성한다. 마지막으로, 대향전극(317)을 형성하여, 도

3d에 나타낸 구조를 형성한다.

이 구성에 의하면, 발광층(316)으로부터 방사되는 빛은, 그것의 대부분이 차광층(311)과 대향전극(31[0038]

7)에 의해 차광되고, 수평 방향으로 조금 누설되어 나온 빛은, 층간막(312)의 개구부 단부 주변에 설치된 배선

패턴(313)에 의해 차광되므로, 더욱 양호한 차광 특성이 실현된다.

이상, 실시형태에 관하여 설명했지만, 본 발명에는 이하의 형태를 포함하는 것을 부기한다.[0039]

한 쌍의 전극 사이에 발광층을 갖는 발광소자를 복수개 구비한 표시장치로서, 단일층 또는 복수의 층으[0040]

로 형성된 절연층과, 절연층 위에 형성된 제1 발광소자와, 절연층 아래에 선택적으로 형성된 차광층과, 단일층

또는 복수의 층으로 형성된 절연층의 적어도 1개의 층에 형성된 개구부와 중첩해서 설치되는 제 2 발광소자를

구비한 표시장치가 제공된다. 제 2 발광소자의 전극들 중에서 한쪽의 전극이 상기 개구부의 저부에 배치되고,

이 제 2 발광소자의 나머지 전극이 반사성 또는 차광성을 갖는다.

투광성을 갖는 제 1 전극, 발광층과, 반사성 또는 차광성을 갖는 제 2 전극이 각각 순차 적층되는 복수[0041]

의 발광소자를 구비한 표시장치로서, 단일층 또는 복수의 층으로 형성된 절연층과, 절연층 위에 형성된 제 1 발

광소자와, 상기 절연층 아래에 선택적으로 형성된 차광층과, 단일층 또는 복수의 층으로 형성된 절연층의 적어

도 1개의 층에 형성된 개구부와 중첩해서 설치되는 제 2 발광소자를 구비한 표시장치가 제공된다. 제 2 발광소

자의 전극들 중에서 한쪽의 전극(제 1 전극)이 상기 개구부의 저부에 있는 차광층과 중첩하도록 배치된다.

반사성 또는 차광성을 갖는 제 1 전극, 발광층과, 투광성을 갖는 제 2 전극이 각각 순차 적층되는 복수[0042]

의 발광소자를 구비한 표시장치로서, 단일층 또는 복수의 층으로 형성된 절연층과, 절연층 위에 형성된 제 1 발

광소자와, 단일층 또는 복수의 층으로 형성된 절연층의 적어도 1개의 층에 형성된 개구부와 중첩해서 설치되는

제 2 발광소자를 구비한 표시장치가 제공된다. 제1 전극이 개구부의 저부측에 배치되며, 차광층이 제2 발광소자

의 제2 전극 위에 형성된다.

상기한 표시장치에 있어서, 절연층에 형성된 개구부의 가장자리 부분은, 적어도 가시광선에 대하여 반[0043]

사성 또는 차광성을 갖는 재료로 피복되어 있다.

차광층을 선택적으로 형성하고, 단층 또는 복수의 층으로 이루어진 절연층을 차광층 위에 형성하며, 차[0044]

광층과 중첩하는 절연층의 부분을 제거하여 개구부를 형성하고, 절연층 위에 제 1 전극을 형성하고, 개구부 내

부의 차광층과 중첩하는 부분에 제 2 전극을 형성하고, 제 1 전극 위에 제 1 발광층을 형성하고, 제 2 전극 위

에 제 2 발광층을 형성하고, 반사성 또는 차광성을 각각 갖는 제 3 전극 및 제 4 전극을 각각 제 1 발광층 및

제 2 발광층 위에 형성한다.

차광층을 선택적으로 형성하고, 단층 또는 복수의 층으로 이루어진 절연층을 차광층 위에 형성하며, 차[0045]

광층과 중첩하는 절연층의 부분을 제거하여 개구부를 형성하고, 개구부의 가장자리 부분을 반사성 또는 차광성

을 갖는 막으로 피복하고, 제 1 전극을 절연층 위에 형성하고, 개구부 내부의 차광층과 중첩하고 막의 가장자리

를 덮도록 제 2 전극을 형성하고, 제 1 전극 위에 제 1 발광층을 형성하고, 제 2 전극 위에 제 2 발광층을 형성

하고, 반사성 또는 차광성을 각각 갖는 제 3 전극 및 제 4 전극을 각각 제 1 발광층 및 제 2 발광층 위에 형성

한다.

단층 또는 복수의 층으로 이루어진 절연층을 형성하고, 절연층을 제거하여 개구부를 형성하고, 반사성[0046]

또는 차광성을 각각 갖는 제 1 전극 및 제 2 전극을 각각 절연층 위에 그것의 개구부 내부에 형성하고, 제 1 발

광층을 제 1 전극 위에 형성하고, 제 2 발광층을 제 2 전극 위에 형성하고, 제 3 전극을 제 1 발광층 위에 형성

하고, 제 4 전극을 제 2 발광층 위에 형성하고, 차광층을 제 4 전극 위에 형성한다.

[실시예 1][0047]

본 발명의 구성을 구비한 표시장치의 형성에 대해서 도면을 참조해서 설명한다. 여기에서는, 도4a 및[0048]

등록특허 10-1299607

- 8 -



도 4b를 사용하여, 각 공정에 따라 순차적으로 설명한다. 이때, 도4a, 도 4b에서는 모니터 소자부만 단면도를

나타내고 있지만, 주변회로를 구성하는 ＴＦＴ들, 배선 등은 모니터 소자부에 포함되는 ＴＦＴ 공정과 동시에

형성되면 되고, 화소부도 동일한 방법으로 형성하면 되므로, 여기에서는 특별히 도시하지 않는다.

도4a는 하면 방사 방식에 의한 표시장치의 단면도를 나타내고 있고, 도 4b는 상면 방사 방식의 표시장[0049]

치의 단면도를 나타내고 있다. 양쪽에서 동일한 구성을 취할 경우 도면부호를 동일하게 표기했다. 이하, 양쪽의

도면에 따라 설명한다.

절연 표면을 갖는 기판(401)으로는, 유리 기판, 석영기판 등을 사용할 수 있다. 제조 공정에 있어서의[0050]

처리 온도를 견딜 수 있는 것이라면, 폴리에틸렌테레프탈레이트(ＰＥＴ), 폴리에틸렌나프탈레이트(ＰＥＮ) 등의

플라스틱이나 아크릴 등의 가요성을 갖는 합성 수지로 이루어지는 기판을 사용할 수 있다. 이때, 상면 방사 방

식의 표시장치를 제조하는 경우, 기판(401)에 투광성은 요구되지 않으므로, 스테인레스 기판 등을 사용해도 된

다.

우선, 기판(401)  위에 하지막(402)을 형성한다. 하지막(402)으로는 산화 규소나, 질화규소, 질화산화[0051]

규소 등의 절연막을 사용할 수 있다. 다음에, 하지막 402 위에 비정질 반도체막을 형성한다. 비정질 반도체막의

막두께는 25nm∼100nm로 한다. 또한, 비정질 반도체는 규소 뿐만 아니라 실리콘 게르마늄도 사용할 수 있다. 계

속해서, 필요에 따라 비정질 반도체막을 결정화하여, 결정성 반도체막을 형성한다. 결정화하는 방법은, 가열로,

레이저 조사, 혹은 램프로부터 발생하는 빛의 조사, 또는 그것들을 조합해서 사용할 수 있다. 예를 들면, 비정

질 반도체막에 금속 원소를 첨가하고, 가열로를 사용한 가열처리를 행함으로써, 결정성 반도체막을 형성한다.

이와 같이 금속 원소를 첨가함으로써, 저온에서 결정화할 수 있기 때문에, 바람직하다.

이때, 결정성 반도체로 형성되는 ＴＦＴ는 비정질 반도체로 형성된 ＴＦＴ보다도 전계 효과 이동도가[0052]

높고 온 전류가 크기 때문에, 반도체장치에 사용하는 트랜지스터로서 더욱 적합하다.

다음에, 결정성 반도체막을 소정의 형상으로 패터닝하여, ＴＦＴ의 활성층이 되는 섬 형상의 반도체막[0053]

(403)을 얻는다. 다음에, 게이트 절연막으로서 기능하는 절연막(404)을 형성한다. 절연막(404)은 반도체막을 덮

도록 두께를 10∼150nm로서 형성된다. 예를 들면, 산화 질화 규소막, 산화 규소막 등을 사용할 수 있고, 단층

구조 또는 적층 구조로 해도 된다.

다음에, 게이트 절연막을 거쳐서 게이트 전극으로서 기능하는 도전막(405)을 형성한다. 게이트 전극은[0054]

단층이어도 적층이어도 된다. 도전막(405)은 Ｔａ, W, Ｔｉ, Ｍｏ, Ａｌ, Ｃｕ로부터 선택된 원소, 또는 이들의

원소를 주성분으로 하는 합금 재료 혹은 화합물 재료로 형성한다. 하면 방사 방식의 경우, 도전막(405)과 동시

에 모니터 소자로부터의 빛을 차광하기 위한 차광층(406)을 형성한다. 상면 방사 방식의 경우, 특히 이 차광층

406은 필요 없지만, 형성해도 상관없다. 그러나, 도 4b에서는 도시하지 않고 있다.

다음에, 게이트 전극을 마스크로 사용하여 불순물 원소를 첨가하여, 불순물 영역을 형성함으로써, ＴＦ[0055]

Ｔ(407)를 형성한다. 이때, 고농도 불순물 영역에 덧붙여, 저농도 불순물 영역을 형성해도 된다. 저농도 불순물

영역은 ＬＤＤ(Ｌｉｇｈｔｌｙ Ｄｏｐｅｄ Ｄｒａｉｎ) 영역으로도 불린다.

다음에, 절연막으로 이루어진 층간막(408)을 형성한다. 층간막(408)은, 유기재료 또는 무기재료를 사용[0056]

해서 형성하는 것이 적합하다. 유기재료로서는, 폴리이미드, 아크릴, 폴리아미드, 폴리이미드 아미드, 벤조시클

로부텐, 실록산을 사용할 수 있다. 실록산이란, 실리콘(Ｓｉ)과 산소(O)의 결합으로 골격 구조가 구성된다. 치

환기로서,  적어도  수소를  포함하는  유기기(예를  들면,  알킬기,  방향족  탄화수소)을  사용할  수  있다.

치환기로서, 플루오로기를 사용해도 된다. 또는 치환기로서, 적어도 수소를 포함하는 유기기와, 플루오로기를

사용해도  된다.  무기재료로서는,  산화  규소(ＳｉＯｘ)막,  질화규소(ＳｉＮｘ)막,  산화  질화  규소(ＳｉＯｘＮ

ｙ)(x>y, x, y는 자연수)막, 질화 산화 규소(ＳｉＮｘＯｙ)막(x>y, x, y는 자연수) 등의 산소, 또는 질소를 갖

는 절연막을 사용할 수 있다. 또한, 유기재료로 이루어진 막은 평탄성이 양호한 한편, 유기재료에 의해 수분이

나 산소가 흡수되어 버린다. 이와 같은 흡수를 방지하기 위해서, 유기재료로 이루어진 절연막 위에, 무기재료를

갖는 절연막을 형성하면 된다.

또한, 여기에서 형성되는 층간막(408)은 표면의 평탄성을 향상시키기 위해서 어느 정도의 막두께, 구체[0057]

적으로는 500nm∼1㎛ 정도의 막두께를 갖고 형성되는 것이 바람직하다. 더구나, 차광층(406)과 중첩하는 영역의

층간막(408)은 나중에 제거되지만, 층간막(408)이 어느 정도의 막두께를 갖는 경우에는, 층간막(408)이 형성된

영역과, 층간막(408)이 제거된 영역 사이에 적당한 단차가 생긴다. 이에 따라, 도4a 및 도 4b에 나타나 있는 바

와 같이 모니터 소자의 발광층을 오목부에 형성하는 구조를 바람직하게 형성하여, 발광소자의 차광성을 향상시
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킬 수 있다. 따라서, 상기 범위에 덧붙여, 발광소자를 형성하는 적층구조, 즉 화소전극, 발광층 및 대향전극의

적층막 두께보다도 두껍게 층간막(408)을 형성하는 것이 바람직하다. 단, 층간막 408에 의해 형성되는 단차가

클 경우에는, 나중에 형성되는 화소전극의 단절을 일으킬 수 있다. 따라서, 이러한 현상이 생기지 않도록, 적당

하게 막두께를 결정해도 상관없다.

다음에, 층간막(408)에 콘택홀을 형성한다. 동시에, 차광층(406)에 중첩하는 영역의 층간막(408)을 제[0058]

거한다. 이 영역에는 나중에 발광소자가 형성된다. 또한, 상면 방사 방식의 경우에 있어서도, 같은 영역의 층간

막(408)을  제거한다.  그  후에  ＴＦＴ(407)의  소스  배선  및  드레인  배선으로서  기능하는  도전막(409)을

형성한다. 도전막(409)은, 알루미늄(Ａｌ), 티타늄(Ｔｉ), 몰리브덴(Ｍｏ), 텅스텐(W) 혹은 실리콘(Ｓｉ)의 원

소로 이루어지는 막 또는 이러한 원소를 사용한 합금막을 사용할 수 있다. 본 실시예에서는, 티타늄막, 질화티

타늄막, 티타늄-알루미늄 합금막, 티타늄막의 적층막으로 도전막(409)을 형성한다.

다음에, 화소전극(410)을 형성한다. 화소전극(410)은 도전막(409)과 일부가 중첩하도록 형성하여, 전기[0059]

적 접속을 얻는다. 여기에서는 도시하지 않았지만, 도전막(409)의 형성후, 층간막을 형성하고, 도전막(409)과

전기적 접속을 얻는 장소에 콘택홀을 형성한 후, 화소전극(410)을 형성해도 된다. 화소전극(410)의 재료로서는,

일함수가 큰(일함수 4eV 이상) 금속, 합금, 전기 전도성 화합물, 및 이들의 혼합물 등의 도전성 재료를 사용하

는 것이 바람직하다. 도전성 재료의 구체적인 예로서는, 산화텅스텐을 포함하는 인듐 산화물(ＩＷＯ), 산화텅스

텐을 포함하는 인듐 아연 산화물(ＩＷＺＯ), 산화티탄을 포함하는 인듐 산화물(ＩＴｉＯ), 산화티탄을 포함하는

인듐 주석 산화물(ＩＴＴｉＯ) 등을 사용할 수 있다. 물론, 인듐 주석 산화물(ＩＴＯ), 인듐 아연 산화물(ＩＺ

Ｏ), 산화 규소를 첨가한 인듐 주석 산화물(ＩＴＳＯ) 등도 사용할 수 있다.

도전성 재료의 조성비의 일례는 다음과 같다. 산화 텅스텐을 포함하는 인듐 산화물의 조성비는, 산화[0060]

텅스텐: 인듐 산화물= 1wt%: 99wt%로 하면 된다. 산화텅스텐을 포함하는 인듐 아연 산화물의 조성비는, 산화텅

스텐: 산화아연: 인듐 산화물=1wt%: 0.5wt%: 98.5wt%로 하면 된다. 산화티탄을 포함하는 인듐 산화물은, 산화티

탄:  인듐  산화물=   1wt%∼5wt%:  99wt%∼95.0wt%로  하면 된다.  인듐 주석 산화물(ＩＴＯ)의 조성비는,  산화

주석: 인듐 산화물=10wt%: 90wt%로 하면 된다. 인듐 아연 산화물(ＩＺＯ)의 조성비는, 산화아연: 인듐 산화물=

11wt%: 89wt%로 하면 된다. 산화티탄을 포함하는 인듐 주석 산화물의 조성비는, 산화티탄: 산화 주석: 인듐 산

화물= 5wt%: 10wt%: 85wt%로 하면 된다. 상기 조성비는 예로서, 적당하게 그 조성비의 비율은 설정하면 된다.

이때, 여기에서 화소전극(410)에 적합한 재료로서 예를 든 재료는 모두 투광성을 갖는 재료이지만, 도[0061]

4b에 나타내는 상면 방사 방식의 경우 화소전극(410)은 반사성을 갖는 것이 바람직하다. 따라서, 예를 들면 다

른 금속막과 전술한 일함수가 큰 재료와의 적층막으로 형성하여 화소전극(410)의 최표면에 전술한 일함수가 큰

재료가 오도록 형성하면 바람직하다.

다음에, 증착법, 또는 잉크젯법에 의해, 발광층(411)을 형성한다. 발광층(411)은, 유기재료, 또는 무기[0062]

재료를 가지고, 전자주입층(ＥＩＬ), 전자수송층(ＥＴＬ), 발광층(ＥＭＬ), 정공수송층(ＨＴＬ), 정공주입층(Ｈ

ＩＬ) 등을 적당하게 조합하여 구성된다. 이때, 각 층의 경계선은 반드시 명확할 필요는 없고, 서로의 층을 구

성하고 있는 재료가 일부 혼합하여, 계면이 불명료해져 있을 경우도 있다.

이때, 발광층(411)은, 정공주입/수송층, 발광층, 전자주입/수송층 등, 기능이 다른 복수의 층을 사용해[0063]

서 구성하는 것이 바람직하다.

이때, 정공주입/수송층은, 홀 수송성을 갖는 유기 화합물 재료와, 그 유기 화합물 재료에 대하여 전자[0064]

수용성을 갖는 무기 화합물 재료를 포함하는 복합재료로 형성하는 것이 바람직하다. 이러한 구성으로 함으로써,

원래 내재적인 캐리어를 거의 갖지 않는 유기 화합물에 많은 홀 캐리어가 발생하여, 매우 뛰어난 홀 주입성·수

송성이 얻어진다. 이에 따라, 종래보다도 구동전압을 낮게 할 수 있다. 또한, 구동전압의 상승을 초래하지 않고

정공주입/수송층을 두껍게 할 수 있으므로, 먼지 등에 기인하는 발광소자의 단락도 억제할 수 있다.

이때, 홀 수송성의 유기 화합물 재료로서는, 예를 들면, 구리 프탈로시아닌(약칭:ＣｕＰｃ), 바나딜 프[0065]

탈로시아닌(약칭: ＶＯＰｃ), 4,4',4"-트리스(N,N-디페닐아미노)트리페닐아민(약칭: ＴＤＡＴＡ), 4,4',4"-트리

스[N-(3-메틸페닐)-N-페닐아미노]트리페닐아민(약칭:  ＭＴＤＡＴＡ),  1,3,5-트리스[N,N-디(m-토릴)아미노]벤젠

(약칭:  m-ＭＴＤＡＢ),  N,N'-디페닐-N,N'-비스(3-메틸페닐)-1,1'-비페닐-4,4'-디아민(약칭:  ＴＰＤ),  4,4'-비

스[N-(1-나프틸)-N-페닐아미노]비페닐(약칭:  ＮＰＢ),  4,4'-비스{N-[4-디(m-토릴)아미노]페닐-N-페닐아미노}비

페닐(약칭: ＤＮＴＰＤ), 4,4',4"-트리스(N-칼바조릴)트리페닐아민(약칭: ＴＣＴＡ) 등을 들 수 있지만, 이것들

에 한정되는 일은 없다.

등록특허 10-1299607

- 10 -



이때, 전자 수용성을 나타내는 무기 화합물 재료로서는, 산화티탄, 산화지르코늄, 산화바나듐, 산화몰[0066]

리브덴, 산화텅스텐, 산화레늄, 산화루테늄, 산화아연 등을 들 수 있다. 특히, 산화바나듐, 산화몰리브덴, 산화

텅스텐, 산화레늄은 진공증착이 가능하고 취급하기 쉽기 때문에 바람직하다.

이때, 전자주입/수송층에는, 전자수송성의 유기 화합물 재료를 사용해서 형성한다. 구체적으로는, 트리[0067]

스(8-키놀리노라토)알루미늄(약칭:  Ａｌｑ3),  트리스(4-메틸-8-키놀리노라토)알루미늄(약칭:  Ａｌｍｑ3),  비스

(10-히드록시벤조[h]-키놀리나토)베릴륨(약칭:  ＢｅＢｑ2),  비스(2-메틸-8-키놀리노라토)(4-페닐페놀라토)알루

미늄(약칭:  ＢＡｌｑ),  비스[2-(2'-히드록시페닐)벤즈옥사졸라토]아연(약칭:  Ｚｎ(ＢＯＸ)2),  비스[2-(2'-히드

록시페닐)벤조티아졸라토]아연(약칭:  Ｚｎ(ＢＴＺ)2),  바소펜안트롤린(약칭:  ＢＰｈｅｎ),  바소큐프로인(약칭:

ＢＣＰ),  2-(4-비페니릴)-5-(4-ｔｅｒｔ-부틸페닐)-1,3,4-옥사디아졸(약칭:  ＰＢＤ),  1,3-비스[5-(4-ｔｅｒｔ-

부틸페닐)-1,3,4-옥사디아졸-2-일]벤젠(약칭: ＯＸＤ-7), 2,2',2"-(1,3,5-벤젠트리일)-트리스(1-페닐-1H-벤조이

미다졸)(약칭:ＴＰＢＩ), 3-(4-비페니릴)-4-페닐-5-(4-ｔｅｒｔ-부틸페닐)-1,2,4-트리아졸(약칭:ＴＡＺ), 3-(4-

비페니릴)-4-(4-에틸페닐)-5-(4-ｔｅｒｔ-부틸페닐)-1,2,4-트라아졸(약칭:  p-ＥｔＴＡＺ)  등을  들  수  있지만,

유기 화합물 재료가 이것들에 한정되는 일은 없다.

또한, 발광층으로는, 9,10-디(2-나프틸)안트라센(약칭: ＤＮＡ), 9,10-디(2-나프틸)-2-ｔｅｒｔ-부틸안[0068]

트라센(약칭: t-ＢｕＤＮＡ), 4,4'-비스(2,2-디페닐비닐)비페닐(약칭: ＤＰＶＢｉ), 쿠말린30, 쿠말린6, 쿠말린

545, 쿠말린545T, 페릴렌, 루브렌, 페리푸란텐, 2,5,8,11-테트라(ｔｅｒｔ-부틸)페릴렌(약칭: ＴＢＰ), 9,10-디

페닐안트라센(약칭: ＤＰＡ), 5,12-디페닐테트라센, 4-디시아노메틸렌)-2-메틸-[p-(디메틸아미노)스티릴]-4H-피

란(약칭: ＤＣＭ1),  4-(디시아노메틸렌)-2-메틸-6-[2-(쥬로리딘-9-일)에테닐]-4H-피란(약칭: ＤＣＭ2),  4-디시

아노메틸렌)-2,6-비스[p-(디메틸아미노)스티릴]-4H-피란(약칭: ＢｉｓＤＣＭ) 등을 들 수 있다. 또한, 비스[2-

(4',6'-디플루오로페닐)피리디나토-N,C2']이리듐(피콜리나토)(약칭: ＦＩｒｐｉｃ), 비스{2-[3',5'-비스(트리플

루오로메틸)페닐]피리디나토-N,C2'}이리듐(피콜리나토)(약칭: Ｉｒ(ＣＦ3ｐｐｙ)2(ｐｉｃ)),  트리스(2-페닐피리

디나토-N,C2')이리듐(약칭: Ｉｒ(ｐｐｙ)3), 비스(2-페닐피리디나토-N,C2')이리듐(아세틸아세토나토(약칭: Ｉｒ

(ｐｐｙ)2(ａｃａｃ)), 비스[2-(2'-티에닐)피리디나토-N,C3']이리듐(아세틸아세토나토)(약칭: Ｉｒ(ｔｈｐ)2(ａ

ｃａｃ)), 비스(2-페닐키놀리나토-N,C2')이리듐(아세틸아세토나토)(약칭: Ｉｒ(ｐｑ)2(ａｃａｃ)), 비스[2-(2'-

벤조티에닐)피리디나토-N,C3']이리듐(아세틸아세토나토)(약칭:  Ｉｒ(ｂｔｐ)2(ａｃａｃ))  등의  인광을  방출할

수 있는 화합물을 사용할 수도 있다.

또한, 발광층은, 일중항 여기 발광재료 이외에, 금속착체 등을 포함하는 삼중항 여기재료를 사용해도[0069]

된다. 예를 들면, 적색의 발광성의 화소, 녹색의 발광성의 화소 및 청색의 발광성의 화소 중에서, 휘도 반감 시

간이 비교적 짧은 적색의 발광성의 화소를 삼중항 여기 발광 재료로 형성하고, 그 이외를 일중항 여기 발광 재

료로 형성한다. 삼중항 여기 발광 재료는 발광 효율이 좋으므로, 같은 휘도를 얻는데에도 일중항 여기 발광 재

료보다 소비 전력이 적어도 된다고 하는 특징이 있다. 즉, 삼중항 여기 발광재료로 적색 화소를 형성한 경우,

적색 발광성의 화소의 발광소자에 흘려보내는 전류량이 적어도 되므로, 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 저소비 전

력화를 위해, 적색의 발광성의 화소와 녹색의 발광성의 화소를 삼중항 여기 발광 재료로 형성하고, 청색의 발광

성의 화소를 일중항 여기 발광 재료로 형성해도 된다. 인간의 시감도가 높은 녹색의 발광소자도 삼중항 여기 발

광 재료로 형성함으로써, 보다 저소비 전력화를 꾀할 수 있다.

발광층은,  발광  파장대가  다른  발광층을  화소마다  형성하여,  칼라  표시를  행하는  구성으로  하여도[0070]

된다. 전형적으로는, R(빨강), G(초록), B(파랑)의 각 색에 대응하는 발광층을 형성한다. 이 경우에도, 화소의

광 방사측에 그것의 발광 파장대의 빛을 투과하는 필터를 설치함으로써, 색순도의 향상과, 화소부의 경면화(비

침)의 방지를 꾀할 수 있다. 필터를 설치함으로써, 종래 필요한 것으로 되어 있었던 원편광판 등을 생략하는 것

이 가능해져, 발광층으로부터 방사되는 빛의 손실을 없앨 수 있다. 더구나, 경사 방향에서 화소부(표시 화면)를

보았을 경우에 발생하는 색조의 변화를 저감할 수 있다.

그 이외에, 발광층의 형성에 적용할 수 있는 고분자계의 전계 발광 재료로는, 폴리파라페닐렌비닐렌계[0071]

재료, 폴리파라페닐렌계 재료, 폴리티오펜계 재료, 폴리플루오렌계 재료를 들 수 있다.

또한, 발광층으로서 무기재료를 사용해도 된다. 무기재료로서는, 황화아연(ＺｎＳ) 등의 화합물 반도체[0072]

에 망간(Ｍｎ)이나 희토류(Ｅｕ, Ｃｅ 등)를 불순물로서 첨가한 것을 적용할 수 있다. 이들 불순물은 발광 중심

이온으로 불리며, 이 이온 내의 전자천이에 의해 발광이 얻어진다. 또한, 황화아연(ＺｎＳ) 등의 화합물 반도체

에, 억셉터 원소로서 Ｃｕ, Ａｇ, Ａｕ 등을, 도너 원소로서 F, Ｃｌ, Ｂｒ 등을 첨가하여, 억셉터와 도너 간의
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천이에 의해 발광을 얻는 것을 적용할 수 있다. 또한, 더욱 발광 효율을 향상시키기 위해서, ＧａＡｓ를 첨가해

도 된다. 발광층은, 100∼1000nm(바람직하게는, 300∼600nm)의 두께로 설치하면 된다. 이러한 발광층과 전극(양

극 및 음극)의 사이에는, 발광 효율을 높이기 위해서 유전체층을 삽입한다. 유전체층으로서는, 티탄산바륨(Ｂａ

ＴｉＯ3) 등을 적용할 수 있다. 유전체층은 50nm∼500nm(바람직하게는, 100nm∼200nm)의 두께로 설치한다.

어떻든간에, 발광층의 층 구조는 변화될 수 있다. 특정한 정공 또는 전자 주입/수송층이나 발광층을 오[0073]

로지 이 목적용의 전극층으로 교체하거나, 발광성의 재료를 분산시켜 구비하는 변형은, 발광소자로서의 목적을

달성할 수 있는 범위에서 허용될 수 있는 것이다.

또한,  밀봉기판에 칼라필터(착색층)를 형성해도 된다.  칼라필터(착색층)는,  증착법이나 액적토출법에[0074]

의해 형성할 수 있다. 칼라필터(착색층)를 사용하면, 고정밀한 표시를 행할 수도 있는데, 이것은 칼라필터(착색

층)가 각 ＲＧＢ의 발광 스펙트럼에 있어서 브로드한 피크를 날카로운 피크가 되도록 보정할 수 있기 때문이다.

또한, 단색의 발광을 나타내는 재료를 형성하고, 이 재료와 칼라 필터나 색 변환층을 조합함으로써 풀[0075]

칼라 표시를 행할 수 있다. 칼라필터(착색층)나 색 변환층은, 예를 들면 제2 기판(밀봉기판)에 형성하고, 기판

에 부착하면 된다.

그리고,  스퍼터링법  또는  증착법에  의해,  대향전극(412)을  형성한다.  화소전극(410)과[0076]

대향전극(412)은, 한쪽이 양극으로서 기능하는 한편, 다른 쪽이 음극으로서 기능한다.

음극재료로서는, 일함수가 작은(일함수 3.8ｅＶ 이하) 금속, 합금, 전기전도성 화합물, 및 이것들의 혼[0077]

합물 등을 사용하는 것이 바람직하다. 음극재료의 구체적인 예로서는, 원소주기율의 1족 또는 2족에 속하는 원

소, 즉 Ｌｉ나 Ｃｓ 등의 알칼리 금속, Ｍｇ, Ｃａ, Ｓｒ 등의 알칼리 토류 금속, 및 이것들을 포함하는 합금

(Ｍｇ:Ａｇ, Ａｌ:Ｌｉ)이나 이들 금속을 포함하는 화합물(ＬｉＦ, ＣｓＦ, ＣａＦ2) 이외에, 희토류 금속을 포

함하는 천이금속을 사용해서 형성할 수 있다. 상면 방사 방식의 경우, 대향전극은 투광성을 가질 필요가 있다.

따라서, 대향전극측을 음극으로서 사용할 경우에는, 이들 금속, 또는 이들 금속을 포함하는 합금을 매우 얇게

형성하고, ＩＴＯ 등의 다른 금속(합금을 포함한다)의 적층에 의해 형성하는 것이 적합하다.

또한,  상면  방사의  경우,  모니터  소자에  있어서의  대향전극(412)은  차광층을  겸할  필요가  있다.[0078]

따라서, 상기 구성에 덧붙여, 차광성을 갖는 재료로 이루어진 도전막을 적층해서 형성해도 된다. 이 경우, 화소

부에 있어서는 방사광의 취출의 필요가 있으므로, 화소부의 대향전극 위에는 도전막(413)이 형성되지 않도록 도

전막을 원하는 영역에 선택적으로 형성한다.

그 후에 대향전극(412)을 덮도록, 질화규소막이나 ＤＬＣ(Ｄｉａｍｏｎｄ Ｌｉｋｅ Ｃａｒｂｏｎ)막으[0079]

로 이루어진 보호막(도4a 및 도 4b에는 도시 생략)을 형성해도 된다. 상기 공정을 거쳐, 본 발명의 발광 장치가

완성된다.

본 실시예는, 실시형태, 및 다른 실시예와 자유롭게 조합할 수 있다.[0080]

[실시예 2][0081]

본 실시예에서는, 전류공급선의 전위를 보정하여, 환경온도의 변화와 경시변화에 기인한 발광소자의 전[0082]

류값의 변동에 의한 영향을 억제할 수 있는 수법에 관하여 설명한다.

발광소자는, 주위의 온도에 의해, 그것의 저항값(내부 저항값)이 변화되는 성질을 갖는다. 구체적으로[0083]

는, 실온을 일반적인 온도로 했을 때, 온도가 통상보다도 높아지면 저항값이 저하하고, 온도가 통상보다도 낮아

지면 저항값이 상승한다. 그 때문에, 발광소자에 같은 전압을 인가했을 경우, 온도가 높아지면 전류값이 증가해

서 원하는 휘도보다도 높은 휘도가 되고, 온도가 낮아지면 전류값이 저하해서 원하는 휘도보다도 낮은 휘도가

된다. 또한, 발광소자는 경시적으로 그것의 전류값이 감소하는 성질을 갖는다. 구체적으로는, 발광 시간 및 비

발광 시간이 누적하면 발광소자의 열화에 따라 저항값이 상승한다. 그 때문에, 발광 시간 및 비발광 시간이 누

적하면, 발광소자에 같은 전압을 인가했을 경우, 전류값이 저하해서, 원하는 휘도보다 낮은 휘도가 된다.

전술한 발광소자가 갖는 성질에 의해, 환경온도가 변화되거나, 시간에 따른 변화가 생기거나 하면, 휘[0084]

도에 편차가 생겨 버린다. 본 실시예는, 본 발명의 전류공급선의 전위를 보정함으로써 환경온도의 변화와 시간

에 따른 변화에 기인한 발광소자의 전류값의 변동에 의한 영향을 억제할 수 있다.
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도 5에 회로의 구성을 나타낸다. 전류공급선(501)과 대향전극(502) 사이에, 구동용의 ＴＦＴ(503)와 발[0085]

광소자(504)가 접속되어 있다. 구동용의 ＴＦＴ(503)의 제어는 주변회로(505)로부터의 신호에 의해 행해진다.

구동용의 ＴＦＴ(503)이 온되었을 때, 전류공급선(501)으로부터 대향전극(502)쪽으로 전류가 흐른다. 발광소자

(504)의 휘도는 그곳을 흐르는 전류값에 따라 결정된다. 또한, 발광소자에 흐르는 전류값은, ＴＦＴ(503)에 의

해 제어되는 경우와, 구동용 ＴＦＴ(503)를 단순한 스위치로서 사용하고, 전류값은 전류공급선(501)과 대향전극

(502) 사이의 전압에 의해 제어되는 경우가 있다.

후자와 같은 구성의 경우, 전류공급선(501)의 전위와 대향전극(502)의 전위가 고정되어 있으면, 전술한[0086]

발광소자의 특성변화에 의해 발광소자의 저항값이 변화되었을 때, 발광소자에 흐르는 전류값이 변화한다. 이에

따라, 휘도가 변화되어 버린다.

그래서, 보정회로를 사용하여, 전술한 바와 같은 특성변동에 대한 영향을 보정한다. 본 실시예에서는,[0087]

전류 공급선(501)의 전위를 조정함으로써, 발광소자(504)의 열화나 온도에 의한 변동을 보정한다.

우선, 보정회로의 구성에 대해서 서술한다. 제1 모니터 전원선(506)과 제2 모니터 전원선(507)의 사이[0088]

에는, 모니터용 전류원(508)과 모니터 소자부(510)가 접속되어 있다. 모니터 소자부(514)는, 구동용의 ＴＦＴ

(513)와, 발광소자인 모니터 소자(514)를 갖는다. 구동용의 ＴＦＴ(513)는 특히 필요없지만, 화소부(509)가 갖

는 발광소자(504)와, 모니터 소자(514)의 동작을 최대한 동일하게 하기 위해서 배치하고 있다. 구동용 TFT(51

3)의 게이트 전극에는, 화소부(509)의 구동용의 ＴＦＴ(503)의 온 전압과 같은 바이어스 전압이 인가되어 있다.

그리고, 모니터 소자부(510)와 모니터용 전류원(508) 사이의 접점에는, 모니터 소자(514)의 양극의 전위를 출력

하기 위한 샘플링 회로(520)의 입력 단자가 접속되어 있다. 샘플링 회로(520)의 출력 단자에는 전류 공급선

(501)이 접속되어 있다. 따라서, 전류 공급선(501)의 전위는 샘플링 회로(520)의 출력에 의해 제어된다. 이때,

점선 틀로 나타낸 화소부(509)의 구성은 도 1에 도시된 점선 틀 11에 해당하고, 점선 틀로 나타낸 모니터 소자

부(510)의 구성은 도 1에 도시된 점선 틀 10에 해당한다.

다음에, 보정회로의 동작에 대해서 서술한다. 우선, 모니터용 전류원(508)은, 가장 밝은 계조수에서 발[0089]

광소자(504)를 발광시키는 크기의 전류를 흘려보낸다. 이때의 전류값을 Ｉpix라고 한다. 이때, 화소부(509)의

대향전극(502)의 전위와, 제2 모니터 전원선(507)의 전위는 같게 하고 있다.

그러면, 모니터 소자(514)의 양 전극들 사이의 전압으로는, Ｉpix의 크기의 전류를 흘려보내는데 필요[0090]

한 크기의 전압이 저절로 발생한다. 만약, 모니터 소자(514)의 전압·전류 특성이 열화나 온도 등에 의해 변했

다고 하더라도, 그것에 따라, 모니터 소자(514)의 양 전극 사이의 전압도 변화하여, 최적의 크기가 된다. 따라

서, 모니터 소자(514)의 특성변화의 영향을 보정할 수 있다.

샘플링 회로(520)의 입력 단자에는, 모니터 소자(514)의 양 전극에 인가되는 전압에 따른 전위가 입력[0091]

되고 있다. 샘플링 회로(520)는, 출력 단자의 전위, 즉 전류 공급선(501)의 전위를, 입력 단자에 입력된 전위와

같게 하려는 제어를 행한다. 따라서, 샘플링 회로(520)의 출력 단자, 즉, 전류 공급선(501)의 전위는, 모니터

소자(514)에 의해 결정되는 전위에 따라 보정회로에 의해 보정되고, 점선 틀로 둘러싸인 화소부(509)에 있는 발

광소자(504)의 열화나 온도에 의한 특성 변동이 보정된다.

이때, 샘플링 회로(520)로는, 입력 전류에 따른 전압을 출력하는 회로이면 무엇이나 된다. 예를 들면,[0092]

전압 폴로워 회로도 증폭회로의 일종이지만, 샘플링 회로가 이것에 한정되지 않는다. OP 앰프, 바이폴라 트랜지

스터, MOS 트랜지스터의 어느 한개 또는 이들 중에서 복수개를 조합하여, 회로를 구성하면 된다.

이때, 모니터 소자(514)는, 점선 틀로 둘러싸인 화소부(509)와 동시에, 동일한 제조방법으로, 동일한[0093]

기판 위에 형성되는 것이 바람직하다. 왜냐하면, 모니터용의 화소와 화소부에 배치된 화소의 특성이 다르면, 보

정이 서로 달라져야 하기 때문이다.

이때, 점선 틀로 둘러싸인 화소부(509)에 배치되어 있는 발광소자(504)에는 항상 전류가 흐르고 있는[0094]

것은 아니고, 표시되는 화상에 따라 전류가 흐르는 기간과 흐르지 않는 기간이 혼재한다. 따라서, 모니터 소자

(514에) 항상 전류를 계속해서 흘리고 있으면, 모니터 소자부(510)에 포함된 모니터 소자(514)가 더 빠르게 열

화가 진행한다. 그 때문에, 샘플링 회로(520)에서 출력되는 전위에 대해 과도한 보정이 행해진다. 따라서, 실제

의 화소에서의 열화 정도에 맞추어 모니터 소자의 열화 정도가 정해질 수도 있다. 예를 들면, 평균적으로, 화면

전체의 점등율이 30%이면, 30%의 휘도에 해당하는 기간만큼, 모니터 소자(514)에 전류를 흘려보내록 하여도 된

다. 그때, 모니터 소자(514)에 전류가 흐르지 않는 기간이 생겨 버리기 때문에, 샘플링 회로(520)의 입력 단자

의 전위가 변화되어 버리지만, 샘플링 회로(520)의 출력 단자에서는, 변하지 않고 전압이 공급되고 있도록 할
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필요가 있다. 그것을 실현하기 위해서는, 샘플링 회로(520)에 유지 기구를 설치하여, 모니터 소자(514)에 전류

를 흘리고 있었을 때의 전위를 유지하도록 하면 된다.

이때, 가장 밝은 계조수에 맞추어 모니터 소자부(510)를 동작시키면, 보정이 다소 강하게 행해진 전위[0095]

를 출력한다. 그러나, 그것에 의해, 화소의 번인(burn-in) 현상(화소마다의 열화 정도의 변동에 의한 휘도 불균

일)이 눈에 뜨이지 않게 된다. 따라서, 가장 밝은 계조수의 것에 맞춰서 모니터 소자부(510)를 동작시키는 것이

바람직하다.

본 실시예에서는, 구동용의 ＴＦＴ(503)는 선형영역에서 동작시키는 것이 더욱 바람직하다. 선형영역에[0096]

서 동작시킴으로써, 구동용의 ＴＦＴ(503)는 대략 스위치로서 동작한다. 그 때문에, 구동용의 ＴＦＴ(503)의 특

성 편차나, 온도, 열화 등에 의한 특성변화가, 발광소자에 흐르는 전류값에 영향을 주기 어렵게 할 수 있다. 선

형영역에서만 구동용 TFT(503)를 동작시키는 경우에는, 발광소자(504)에 전류가 흐를지 흐르지 않을지를 디지털

적으로 제어하는 일이 많다. 그 경우, 다계조화를 도모하기 위해서, 시간 계조방식이나 면적 계조방식 등을 조

합하는 것이 바람직하다.

본 실시예는, 상기한 실시형태 및 다른 실시예들과 자유롭게 조합할 수 있다.[0097]

[실시예 3][0098]

본 발명의 표시장치를 구비하는 전자기기로서, 텔레비전 수상기, 비디오카메라, 디지털 카메라, 고글형[0099]

디스플레이, 네비게이션 시스템, 음향재생장치(카오디오 콤포넌트 등), 컴퓨터, 게임 기기, 휴대 정보단말(모바

일 컴퓨터, 휴대전화, 휴대형 게임기 또는 전자서적 등), 기록매체를 구비한 화상재생장치(구체적으로는 ＤＶＤ

(Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｃ) 등의 기록매체를 재생하고, 그 화상을 표시할 수 있는 디스플레

이를 구비한 장치) 등을 들 수 있다. 그것들의 전자기기의 구체적인 예를 도 6, 도 7, 도 8a, 도 8b, 도 9a, 도

9b, 도 10, 도 11a 내지 도 11e에 나타낸다.

도6은 표시 패널(5001)과, 회로기판(5011)을 조합한 TV 모듈을 나타내고 있다. 회로기판(5011)에는, 콘[0100]

트롤 회로(5012)나 신호 분할 회로(5013), 보정회로 등이 형성되고 있고, 접속 배선(5014)에 의해 표시 패널

(5001)과 회로기판(5011)이 전기적으로 접속되어 있다.

이 표시 패널(5001)에는, 복수의 화소가 설치된 화소부(5002)과, 모니터 소자(5005), 주사선 구동회로[0101]

(5003) 및 선택된 화소에 영상 신호를 공급하는 신호선 구동회로(5004)를 구비하고 있다. 이때, 모듈을 제조하

는 경우에는 상기 실시예를 사용해서 화소부(5002)의 화소를 구성하는 표시장치를 제조하면 된다. 또한, 주사선

구동회로(5003)를 포함하는 기능 회로는, 상기 실시예에 의해 형성된 ＴＦＴ를 사용해서 제조해도 되고, 외부회

로로서 형성해도 된다.

도7은, 도 6에 나타낸 TV 모듈의 주요한 구성을 나타내는 블록도이다. 튜너(5101)는 영상신호와 음성신[0102]

호를 수신한다. 영상신호는, 영상신호 증폭회로(5102)와, 영상신호 증폭회로(5102)에서 출력되는 신호를 빨강,

초록, 파랑의 각 색에 대응한 색신호로 변환하는 영상신호 처리회로(5103)와, 그 영상신호를 드라이버 ＩＣ의

입력 사양으로 변환하기 위한 콘트롤 회로(5012)에 의해 처리된다. 콘트롤 회로(5012)는, 주사선과 신호선을 구

동하기 위한 주변회로에 각각 신호를 출력한다. 디지털 구동할 경우에는, 신호선측에 신호 분할 회로(501)를 설

치하여. 입력 디지털 신호를 복수의 신호로 분할해서 공급하는 구성으로 하여도 된다.

튜너(5101)에서 수신한 신호 중에서, 음성신호는 음성신호증폭회로(5105)에 보내지고, 그 출력은 음성[0103]

신호처리회로(5106)를 거쳐 스피커(5107)에 공급된다. 제어회로(5108)는 수신국(수신 주파수)이나 음량의 제어

정보를 입력부(5109)로부터 받아, 튜너(5101)나 음성신호처리회로(5106)에 신호를 송출한다.

보정회로(5006)는 표시 패널(5001)의 화소부 부근에 설치된 모니터 소자의 특성변화에 맞추어, 화소부[0104]

의 발광소자를 구동하기 위한 전류 공급선의 전위를 제어한다.

도8a에 도시된 것과 같이, TV 모듈을 하우징(5201)에 조립하여, 텔레비전 수상기를 완성시킬 수 있다.[0105]

TV 모듈에 의해, 표시 화면(5202)이 형성된다. 또한, 스피커(5203), 조작 스위치(5204) 등이 적당하게 구비되어

있다.

또한, 도 8b에, 와이어리스로 디스플레이만을 휴대가능한 텔레비전 수상기를 나타낸다. 하우징(5212)에[0106]

는 배터리 및 신호 수신기가 내장되어 있고, 그 배터리로 표시부(5213)나 스피커부(5217)를 구동시킨다. 배터리
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는 충전기(5210)로 반복해 충전이 가능하게 되어 있다. 또한, 배터리 충전기(5210)는 영상신호를 송수신하는 것

이 가능하고, 그 영상신호를 디스플레이의 신호 수신기에 송신할 수 있다. 하우징(5212)은 조작 키(5216)에 의

해 제어한다. 또한, 도 8b에 나타낸 장치는, 조작 키(5216)를 조작함으로써, 하우징(5212)으로부터 배터리 충전

기(5210)에 신호를 보내는 것도 가능하기 때문에 영상음성 양방향 영상/음성 통신장치라고도 할 수 있다. 또한,

조작 키(5216)를 조작함으로써, 하우징(5212)으로부터 배터리 충전기(5210)에 신호를 보내, 다시 배터리 충전기

(5210)를 송신할 수 있는 신호를 다른 전자기기에 수신시킴으로써, 그 이외의 전자기기의 통신제어도 가능하다.

따라서, 범용 원격제어장치라고도 할 수가 있다. 본 발명은 표시부(5213)에 적용할 수 있다.

본 발명의 표시장치를 도 6, 도 7, 도 8a 및 도 8b에 나타낸 텔레비전 수상기에 사용함으로써, 화소부[0107]

를 구성하는 발광소자에 열화나 온도변화에 의한 특성변화가 생겼을 경우에 있어서도, 보정회로에 의해 전류 공

급선의 전위를 보정함으로써 휘도 불균일이 없는 양호한 표시를 실현할 수 있다.

물론, 본 발명은 텔레비젼 수상기에 한정되지 않고, 퍼스널컴퓨터의 모니터를 비롯해, 철도의 역이나[0108]

공항 등에 있어서의 정보 표시반이나, 가두에 있어서의 광고 표시반 등 특히 대면적의 표시 매체로서 여러가지

용도에 적용할 수 있다.

도9a는 표시 패널(5301)과 프린트 배선기판(5302)을 조합한 모듈을 나타내고 있다. 표시 패널(5301)은,[0109]

복수의 화소가 설치된 화소부(5303)와,  모니터 소자부(5305)과,  제1  주사선구동회로(5304),  신호선 구동회로

(5306)를 구비하고 있다.

프린트  배선기판(5302)에는,  콘트롤러(5307),  중앙처리장치(ＣＰＵ)(5308),  메모리(5309),  전원회로[0110]

(5310), 보정회로(5329), 음성처리회로(5311) 및 송수신회로(5312) 등이 구비되어 있다. 프린트 배선기판(530

2)과  표시  패널(5301)은,  플렉시블  배선  기판(ＦＰＣ)(5313)에  의해  접속되어  있다.  프린트

배선기판(5302)에는, 용량소자, 버퍼 회로 등을 설치하여, 전원전압이나 신호에 노이즈가 실리거나, 신호의 상

승이 둔해지거나 하는 것을 방지하는 구성으로 하여도 된다. 또한, 콘트롤러(5307), 음성처리회로(5311), 메모

리(5309), ＣＰＵ(5308), 전원회로(5310), 보정회로(5329) 등은, ＣＯＧ(Ｃｈｉｐ Ｏｎ Ｇｌａｓｓ) 방식을 사

용해서 표시 패널(5301)에 설치할 수도 있다. ＣＯＧ 방식에 의해, 프린트 배선기판(5302)의 규모를 축소할 수

있다.

프린트 배선기판(5302)에 구비된 인터페이스부(I/F)(5314)를 거쳐서, 각종 제어신호의 입출력이 행해진[0111]

다. 또한, 안테나와의 사이의 신호의 송수신을 행하기 위한 안테나용 포트(5315)가, 프린트 배선기판(5302)에

설치되어 있다.

도  9b는,  도  9a에  나타낸 모듈의 블록도를 나타낸 것이다.  이  모듈은,  메모리(5309)로서  ＶＲＡＭ[0112]

(5316), ＤＲＡＭ(5317), 플래시 메모리(5318) 등이 포함되어 있다. ＶＲＡＭ(5316)에는 패널에 표시하는 화상

의 데이터가 기억되어 있으며, ＤＲＡＭ(5317)에는 화상 데이터 또는 음성 데이터가 기억되어 있고, 플래시 메

모리에는 각종 프로그램이 기억되어 있다.

전원회로(5310)는,  표시  패널(5301),  콘트롤러(5307),  ＣＰＵ(5308),  음성처리회로(5311),  메모리[0113]

(5309), 송수신회로(5312)를 동작시키는 전력을 공급한다. 또한, 패널의 사양에 따라서는, 전원회로(5310)에 전

류원이 구비되어 있는 경우도 있다.

ＣＰＵ(5308)는, 제어신호 생성회로(5320),  디코더(5321),  레지스터(5322),  연산 회로(5323),  ＲＡＭ[0114]

(5324), ＣＰＵ(5308)용의 인터페이스(5319) 등을 가지고 있다. 인터페이스(5319)를 통해 ＣＰＵ(5308)에 입력

된 각종 신호는, 일단 레지스터(5322)에 유지된 후, 연산 회로(5323), 디코더(5321) 등에 입력된다. 연산 회로

(5323)에서는,  입력된 신호에 근거해 연산을 행하고,  각종 명령을 전달하는 장소를 지정한다.  한편,  디코더

(5321)에 입력된 신호는 디코드되어, 제어신호 생성회로(5320)에 입력된다. 제어신호 생성회로(5320)는 입력된

신호에 근거하여 각종 명령을 포함하는 신호를 생성하고, 연산 회로(5323)에서 지정된 장소, 구체적으로는 메모

리(5309), 송수신회로(5312), 음성처리회로(5311), 콘트롤러(5307) 등에 보낸다.

메모리(5309), 송수신회로(5312), 음성처리회로(5311), 콘트롤러(5307)는, 각각 받은 명령에 따라서 동[0115]

작한다. 이하, 그 동작에 대해서 간단하게 설명한다.

입력 수단(5325)에서 입력된 신호는, 인터페이스부(5314)를 통해 프린트 배선기판(5302)에 설치된 ＣＰ[0116]

Ｕ(5308)에 보내진다. 제어신호 생성회로(5320)는 포인팅 디바이스나 키보드 등의 입력 수단(5325)으로부터 보

내져  온  신호에  따라,  VＲＡＭ(5316)에  격납되어  있는  화상  데이터를  소정의  포맷으로 변환하여,  콘트롤러
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(5307)에 송부한다.

콘트롤러(5307)는, 패널의 사양에 맞춰서 ＣＰＵ(5308)로부터 보내져 온 화상 데이터를 포함하는 신호[0117]

에 데이터 처리를 실시하여, 표시 패널(5301)에 공급한다. 또한, 콘트롤러(5307)는, 전원회로(5310)에서 입력된

전원전압이나 ＣＰＵ(5308)에서 입력된 각종 신호를 기초로, Ｈｓｙｎｃ 신호, Ｖｓｙｎｃ 신호, 클록 신호 Ｃ

ＬＫ, 교류전압(ＡＣ Ｃｏｎｔ), 전환 신호 L/R를 생성하여, 표시 패널(5301)에 공급한다.

송수신회로(5312)에서는, 안테나(5328)에서 전파로서 송수신되는 신호가 처리되고 있고, 구체적으로는[0118]

아이솔레이터, 밴드패스 필터, ＶＣＯ(Ｖｏｌｔａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ), ＬＰＦ(Ｌ

ｏｗ Ｐａｓｓ Ｆｉｌｔｅｒ), 커플러, 밸룬(balun) 등의 고주파회로를 포함하고 있다. 송수신회로(5312)에 있

어서 송수신되는 신호 중에서,  음성정보를 포함하는 신호가 ＣＰＵ(5308)로부터의 명령에 따라 음성처리회로

(5311)에 보내진다.

ＣＰＵ(5308)의 명령에 따라서 보내져 온 음성정보를 포함하는 신호는 음성처리회로(5311)에서 음성신[0119]

호로  복조되어,  스피커(5327)에  보내진다.  또한,  마이크(5326)로부터  보내져  온  음성신호는,  음성처리회로

(5311)에서 변조되어, ＣＰＵ(5308)로부터의 명령에 따라, 송수신회로(5312)에 보내진다.

콘트롤러(5307),  ＣＰＵ(5308),  전원회로(5310),  음성처리회로(5311),  메모리(5309)를,  본  실시예의[0120]

패키지로서 실장할 수 있다. 본 실시예는, 아이솔레이터, 밴드패스 필터, ＶＣＯ(Ｖｏｌｔａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏ

ｌｌｅｄ Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ), ＬＰＦ(Ｌｏｗ Ｐａｓｓ Ｆｉｌｔｅｒ), 커플러, 밸룬 등의 고주파회로 이외

이면, 어떤 회로에도 응용할 수 있다.

도10은, 도 9a 및 도 9b에 나타낸 모듈을 포함하는 휴대전화기의 일 실시예를 나타내고 있다. 표시 패[0121]

널(5301)은 하우징(5330)에 탈착이 자유롭게 조립된다. 하우징(5330)은 표시 패널(5301)의 사이즈에 맞추어, 형

상이나 치수를 적당하게 변경할 수 있다. 표시 패널(5301)을 고정한 하우징(5330)은 프린트 기판(5331)에 끼워

넣어져 모듈로서 조립된다.

표시  패널(5301)은  플렉시블  배선  기판(5313)을  통해  프린트  기판(5331)에  접속된다.  프린트  기판[0122]

(5331)에는, 스피커(5332), 마이크로폰(5333), 송수신회로(5334), ＣＰＵ 및 콘트롤러 등을 포함하는 신호처리

회로(5335)가 형성되어 있다. 이러한 모듈과, 입력수단(5336), 배터리(5337), 안테나(5340)를 조합하여, 하우징

(5339)에 수납한다. 표시 패널(5301)의 화소부는 하우징(5339)에 형성된 개구창으로부터 시인할 수 있도록 배치

한다.

본  실시에에 관한 휴대전화기는,  그  기능이나 용도에 따라 다양한 실시예로 변용할 수 있다.  예를[0123]

들면, 표시 패널을 복수 구비하거나, 하우징을 적당하게 복수로 분할해서 경첩에 의해 개폐식으로 한 구성으로

해도 된다.

도 10의 휴대전화기에 있어서, 표시 패널(5301)은 실시예 1에서 설명한 것과 같은 반도체장치를 매트릭[0124]

스 모양으로 배열해서 구성되어 있다. 해당 반도체장치는, 화소 내에서 구동 트랜지스터의 게이트 전극에 인가

되는 온과 오프의 전위와, 데이터선의 진폭의 전위를 별개로 설정할 수 있다. 따라서, 데이터선의 진폭은 저진

폭으로 설정하는 것이 가능하게 되어, 소비 전력을 대폭 억제한 반도체장치를 제공하는 것이 가능해진다고 하는

특징을 가지고 있다. 이 반도체 장치로 구성되는 표시 패널(5301)도 같은 특징을 갖기 때문에, 이 휴대전화기는

대폭적인 저소비 전력화가 도모되고 있다. 이러한 특징에 의해, 휴대전화기에 있어서, 전원회로를 대폭 삭감,

혹은 축소할 수 있으므로, 하우징(5339)의 소형 경량화를 꾀하는 것이 가능하다. 본 발명에 따른 휴대전화기는,

저소비 전력,  소형  경량화가 도모되고 있으므로,  그것에 의해 휴대성이 향상된 제품을 고객에게 제공할 수

있다.

도 11a는 텔레비전장치로서, 하우징(6001), 지지대(6002), 표시부(6003) 등으로 구성되어 있다. 이 텔[0125]

레비전 장치에 있어서, 표시부(6003)는 실시예 1에서 설명한 것과 같은 표시장치를 사용해서 구성되어 있다. 해

당 표시장치는, 사용 환경의 차이에 의한 주변온도의 변화, 사용 시간의 경과 등에 따른 발광소자의 특성 변화

에 맞추어, 발광소자를 구동하는 전원의 전위에 보정을 추가하는 것에 의해, 휘도 불균일이 없는 균일한 표시를

제공할 수 있다고 하는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징에 의해, 텔레비젼 장치에 있어서는 충분한 상품의 라

이프 사이클을 실현하여, 다양한 사용 환경에 적합한 제품을 고객에게 제공할 수 있다.

도  11b는  컴퓨터로서,  본체(6101),  하우징(6102),  표시부(6103),  키보드(6104),  외부  접속  포트[0126]

(6105), 포인팅 마우스(6106) 등을 포함한다. 이 컴퓨터에 있어서, 표시부(6103)는 실시예 1에서 설명한 것과

같은 표시장치를 사용해서 구성되어 있다. 해당 표시장치는, 사용 환경의 차이에 의한 주변온도의 변화, 사용
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시간의 경과 등에 따른 발광소자의 특성변화에 맞추어, 발광소자를 구동하는 전원의 전위에 보정을 추가하는 것

에 의해, 휘도 불균일이 없는 균일한 표시를 제공할 수 있다고 하는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징에 의해,

본 발명에 따른 컴퓨터에 있어서는, 엔드유저의 요구에 견딜 수 있는 충분한 고화질과, 충분한 상품의 라이프

사이클을 실현하여, 다양한 사용환경에 적합한 제품을 고객에게 제공할 수 있다.

도 11c는 휴대가능한 컴퓨터로서, 본체(6201),  표시부(6202),  스위치(6203),  조작 키(6204),  적외선[0127]

포트(6205) 등을 포함한다. 이 휴대가능한 컴퓨터에 있어서, 표시부(6202)는 실시예 1에서 설명한 것과 같은 표

시장치를 사용해서 구성되어 있다. 해당 표시장치는, 사용 환경의 차이에 의한 주변온도의 변화, 사용 시간의

경과  등에  따른  발광소자의  특성변화에  맞추어,  발광소자를  구동하는  전원의  전위에  보정을  추가하는  것에

의해, 휘도 불균일이 없는 균일한 표시를 제공할 수 있다고 하는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징에 의해, 휴

대가능한 컴퓨터에 있어서는 충분한 상품의 라이프 사이클을 실현하여, 다양한 사용 환경에 적합한 제품을 고객

에게 제공할 수 있다.

도 11d는 휴대형의 게임기로서, 하우징(6301), 표시부(6302), 스피커부(6303), 조작 키(6304), 기록매[0128]

체 삽입부(6305) 등을 포함한다. 이 휴대형의 게임기에 있어서, 표시부(6302)는 실시예 1에서 설명한 것과 같은

표시장치를 사용해서 구성되어 있다. 해당 표시장치는, 사용 환경의 차이에 의한 주변온도의 변화, 사용 시간의

경과  등에  따른  발광소자의  특성변화에  맞추어,  발광소자를  구동하는  전원의  전위에  보정을  추가하는  것에

의해, 휘도 불균일이 없는 균일한 표시를 제공할 수 있다고 하는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징에 의해, 휴

대형의 게임기에 있어서는, 엔드유저의 요구를 견딜 수 있는 충분한 고화질과, 충분한 상품의 라이프 사이클을

실현하여, 다양한 사용 환경에 적합한 제품을 고객에게 제공할 수 있다.

도 11e는 기록 매체를 구비한 휴대형의 화상재생장치(구체적으로는 ＤＶＤ 재생장치)로서, 본체(6401),[0129]

하우징(6402), 표시부 A(6403), 표시부 B(6404), 기록 매체(ＤＶＤ 등) 판독부(6405), 조작 키(6406), 스피커

부(6407) 등을 포함한다. 표시부 A(6403)는 주로 화상정보를 표시하고, 표시부 B(6404)는 주로 문자정보를 표시

한다. 이 화상재생장치에 있어서, 표시부 A(6403), 표시부 B(6404)는 실시예 1에서 설명한 것과 같은 표시장치

를 사용해서 구성되어 있다. 해당 표시장치는, 사용 환경의 차이에 의한 주변온도의 변화, 사용 시간의 경과 등

에 따른 발광소자의 특성변화에 맞추어, 발광소자를 구동하는 전원의 전위에 보정을 추가하는 것에 의해, 휘도

불균일이 없는 균일한 표시를 제공할 수 있다고 하는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징에 의해, 화상재생장치에

있어서는, 엔드 유저의 요구를 견딜 수 있는 충분한 고화질과, 충분한 상품의 라이프 사이클을 실현하여, 다양

한 사용 환경에 적합한 제품을 고객에게 제공할 수 있다.

이들 전자기기에 사용되는 표시장치는, 크기나 강도, 또는 사용 목적에 따라, 유리 기판뿐만 아니라 내[0130]

열성의 플라스틱 기판을 사용하는 것도 가능하다. 그것에 의해 한층 더 경량화를 꾀할 수 있다.

이때, 본 실시예에 나타낸 예는 단지 일례로서, 본 발명이 이들 용도에 한정되는 것은 아니라는 것을[0131]

부기한다.

또한, 본 실시예는, 상기 실시형태 및 상기 실시예의 어떠한 기재와도 자유롭게 조합하여 실시하는 것[0132]

이 가능하다.

본 출원은 2006년 1월 7일자에 일본 특허청에 출원된 일본 특허출원 2006-001940에 기초한 것으로, 이[0133]

특허출원의 발명내용은 본 출원에 참조용으로 통합된다.
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[标]发明人 TANADA YOSHIFUMI
타나다요시푸미

发明人 타나다요시푸미

IPC分类号 H01L51/50 H05B33/26
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金红豆

优先权 2006001940 2006-01-07 JP

其他公开文献 KR1020120034706A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在使用EL元件等形成像素的显示装置中，有效地抑制了用于校正诸如温
度变化和元件劣化的特性变化的监视元件的漏光。显示装置具有这样的
构造，其中在基板上形成绝缘层，并且在绝缘层上形成多个发光元件，
所述发光元件具有夹在第一电极和第二电极之间的发光层。 另外，多个
发光元件的至少一部分具有在绝缘层中形成开口并且在绝缘层的开口区
域中形成发光层的结构。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/15e2ed97-93c9-4199-a396-996b1d943bdf
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038251613/publication/KR101299607B1?q=KR101299607B1

